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Abstract ofGB2259405 
^ mask read only memory (mask ROM) in a 
semiconductor memory device has parallel 
jiffusion regions 23 of a given conductivity type 
sxtending in a first direction and separated from 
Dne another by isolation regions 21. Parallel word 
ines extend in a second direction perpendicular 
:o the first direction. Bit lines 31 , 33 extend in the 
Irst direction over the word lines 25 and 
espective isolation regions 21 between diffusion 
egions 23, and contact word lines 25 through 
•espective contact regions 27, 29. Each of the bit 
ines 31 , 33 does not overlie the diffusion regions 
13 adjacent the isolation region 21 that it does 
>verlie. Thus, since the bit line 33 is separated 
rom the diffusion regions 23 by a given interval, 
nore efficient programming in a program region 
15 can be attained, and turn around time (TAT) 
^an be greatly reduced. 
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Prufungsantrag gem. 5 44 PatG ist gestelit 
(54) Masken-Nur-Lesespeicher 

(g) Ein Masken-Nur-Lesespeicher (Masken-ROM) einer Halb- 
leiterspeichereinrichtung weist einen Diffusionsbereich mit 
einem gegebenen Leitfahigkeitstyp auf, der sich in einer 
ersten Richtung erstreckt und von einem weiteren Diffu- 
sionsbereich durch einen Isolationsbereich getrennt Ist. Eine 
Wort-Leitung erstreckt sich in einer zweiten Richtung senk- 
recht zur ersten Richtung und ist parallel zu einer weiteren 
Wortleitung angeordnet Eine Bit-Leitung erstreckt sich in 
der ersten Richtung innerhalb eines Bereichs, der Goer eine 
Anordnung der Wort-Leitungen gebildet ist und dem Isola- 
tionsbereich zwischen den Diffusionsbereichen entspricht. 
Die Bit-Leitung ist mit der Wort-Leitung durch einen gege- 
benen Kontaktbereich in Verbindung. Da die Bit-Leitung vom 
Diffusionsbereich durch ein gegebenes Intervall getrennt ist. 
kann folglich die Verweilzeit (Turn Around Time, TAT) 
erheblich reduziert werden. 
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Beschreibung 

Die Erfindung betrifft eine Halbleiterspeichereinrich- 
tung undinsbesondereeinen Masken-Nur-Lesespeicher 
(Masken-ROM). 

lm allgemeinen wird zur Reduzierung einer Verweil- 
zeit (Turn Around Time, TAT) eines Masken-ROM ein 
Verfahren zur Programmierung von Daten nach dem 
Metallatzen dargestellt 

Fig. 2 zeigt einen Entwurf eines bekannten NAND- 
Masken-ROM, in dem eine Vielzahl von MOS-Transi- 
storen in Reihe geschaltet sind Ein Diffusionsbereich 3 
ist von einem weiteren Diffusionsbereich durch einen 
Isolationsbereich 1 getrennt der aus einem Feldoxid 
gebildet ist Die Diffusionsbereiche sind parallel zuein- 
ander in einer ersten Richtung angeordnet Der Isola- 
tionsbereich 1 erstreckt sich in der ersten Richtung. Eine 
Wort-Leitung 5 aus einer Polysiliciumschicht erstreckt 
sich in einer zweiten Richtung. die unter einem rechten 
Winkel zur ersten Richtung angeordnet ist, und ist par- 
allel zu anderen Wort- Lei tungen angeordnet Bit-Lei- 
tungen 11 und 13 aus einer Metallschicht erstrecken sich 
in der ersten Richtung uber den Isolationsbereich 1 und 
den zu diesem benachbarten Diffusionsbereich 3 und 
kontaktieren die Wort-Leitung 5 durch erste und zweite 
IContaktbereiche 7 und 9. Die Wort-Leitung 5 und der 
zu dieser benachbarte Diffusionsbereich 3 bilden einen 
Programmbereich 15 t in den Verunreinigungen implan- 
tiert werden, wenn gegebene Daten in das Masken- 
ROM einprogrammiert werden. 

Werden in diesem Fall Daten vor Bildung der die 
Wort-Leitung bildenden Polysiliciumschicht einpro- 
grammiert oder nachdem ein n-Typ (oder p-Typ) Diffu- 
sionsbereich mit hoher Konzentration gebildet ist kon- 
neri die erwunschten Daten programmiert werden. In 
dem Fall allerdings, in dem Daten nach Bilden der Bit- 
Leitung durch Strukturierung einer Metallschicht durch 
ein fotolithographisches Verfahren programmiert wer- 
den, konnen die Verunreinigungen einen mit der Bit- 
Leitung und dem Diffusionsbereich uberlappten Be- 
reich nicht passieren. Daher konnen die erwunschten 
Daten nicht in dem Programmbereich programmiert 
werden. 

Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde. ei- 
nen Masken-ROM bereitzustellen, bei dem auch nach 
Bildung einer Bit-Leitung Daten einprogrammierbar 
sind. 

Entsprechend eines Aspekts der vorliegenden Erfin- 
dung ist eine Bit-Leitung nur auf einem Isolationsbe- 
reich zwischen Diffusionsbereichen gebildet. 

Zum besseren Verstandnis der Erfindung wird im fol- 
genden eine vorteilhafte Ausfiihrungsform anhand der 
in der Zeichnung beigefiigten Figuren naher erlautert 
und beschrieben. 

Es zeigen: 

Fig. 1 eine schematische Ansicht eines Entwurfs eines 
Beispiels eines erfindungsgemaBen Masken-ROM, und 

Fig. 2 eine schematische Ansicht eines Entwurfs eines 
bekannten Masken-ROM. 

GemaB Fig. 1 erstreckt sich ein Diffusionsbereich 23 
in einer ersten Richtung parallel zu einem weiteren Dif- 
fusionsbereich 23 und von diesem durch einen Isola- 
tionsbereich 21 gebildet durch ein Feldoxid getrennt. 
Der Isolationsbereich 21 erstreckt sich in der ersten 
Richtung. Eine Wort-Leitung 25 aus einer Polysilicium- 
schicht erstreckt sich in einer zweiten Richtung, die un- 
ter einem rechten Winkel zu ersten Richtung angeord- 
net ist, und ist parallel zu weiteren Wort-Leitungen an- 
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geordnet Bit-Leitungen 31 und 33 aus einer Metall- 
schicht erstrecken sich in der ersten Richtung innerhalb 
eines Bereichs entsprechend zum Isolationsbereich 21 
und oberhalb der Anordnung der Wort-Leitung. Die 
5 Bit-Leitungen stehen mit den Wort-Leitungen 25 durch 
erste und zweite Kontaktbereiche 27 und 29 in Verbin- 
dung. 

Die Wort-Leitung 25 und der zu dieser benachbarte 
Diffusionsbereich 23 bilden einen Programmierbereich 

to 35. in dem Verunreinigungen bei Einprogrammieren 
von Daten in das Masken-ROM implantiert werden. Da 
die Bit-Leitung von dem Diffusionsbereich durch ein 
vorgegebenes Intervall getrennt ist sind weiterhin Ver- 
unreinigungen zur Programmierung der Daten in den 

15 Boden der Wort-Leitung implantierbar. 

Wie vorstehend beschrieben, konnen in einem Mas- 
ken-ROM erwunschte Daten leicht in einem Pro- 
grammbereich programmiert werden. in dem eine Bit- 
Leitung oberhalb eines oberen Abschnitts eines Isola- 

20 tionsbereichs ohne Oberlappung mit einem Diffusions- 
bereich gebildet ist 

Daher kann eine TAT einer Speicheranordnung er- 
heblich reduziert werden. Da weiterhin ein Intervall 
zwischen den Bit-Leitungen vergroQert ist, kann die Ka- 

25 pazitat zwischen den Bit-Leitungen reduziert werden. 
Wahrend eine bevorzugte Ausfiihrungsform der Er- 
findung dargestellt und beschrieben wurde, ist es fur 
einen Fachmann ersichtlich, daB weitere Veranderun- 
gen in Form und Details ohne Verlassen des Schutzbe- 

30 reichs der Erfindung moglich sind. 

Patentanspruch 

Masken-Nur-Lesespeicher, gekennzeichnet 

35 durch: 

einen Diffusionsbereich (23) eines ersten Leitfahig- 
keitstyps, der sich in einer ersten Richtung er- 
streckt und von einem weiteren Diffusionsbereich 
(23) durch einen Isolationsbereich (21) getrennt ist; 

40 eine sich in einer zweiten Richtung senkrecht zur 
ersten Richtung erstreckenden Wort-Leitung (25), 
die parallel zu einer beabstandeten, weiteren Wort- 
Leitung (25) angeordnet ist; und 
eine sich in der ersten Richtung innerhalb eines 

45 Bereichs entsprechend zum Isolationsbereich (21) 
erstreckende Bit-Leitung (31, 33), die mit der Wort- 
Leitung (25) durch einen gegebenen Kontaktbe- 
reich (27, 29) in Kontakt steht, wobei dieser Bereich 
oberhalb einer Anordnung der Wort-Leitung (25) 

50 angeordnet ist 
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